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Plazma — ketvirtoji medziagos biisena
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Plazma — dalinai arba visiSkai jonizuotos dujos, susidedancios is kravj turinciy
jony ir neutraliy daleliy (atomai, molekulés, radikalai), kuriy bendra kruvio

suma lygi nuliui (kvazineutrali dujy busena).




“Keraminio pluosto formavimo iS medziagy, besilydanciy aukstose é
temperatiirose, technologija” (TPL5)

Plazmocheminis reaktorius: 1 — plazmos generatorius, 2 — dispersinés dalelés,
3 — reaktoriaus sekcija, 4 — lydalo sluoksnis, 5 — pluostas ir granulés, 6 — katalizinés dalelés

Technologijos prototipas su optimaliais parametrais
yra sukurtas, taciau iSbandytas tik laboratorinémis
sglygomis jmituojanciomis realig veikimo aplinka.
Prototipu atlikti bandymai, imituojant realig veikimo
aplinka, tai leido identifikuoti kertines savybes, kurios
leidzia kelti prielaidas, jog technologija patenkinamai
veiks atitinkamoje realioje aplinkoje.




formavimui ir modifikavimui” (TPLS)

Ivairiy dangy (kataliziniy, savitepiy, hidrofobiniy,
antikoroziniy ir kt.) formavimas naudojant
elektrolankinés plazmos technologija

“Plazminé technologija konstrukciniy medziagy pavirsiniy sluoksniy EH

Specialiai laboratorijoje sukurtuose
dangy styrimo stenduose, imituojant
realias darbines sglygas, nustatyti
plazminio purskimo, jvedant
dispersines daleles ir formuojant
dangas ant jvairiy pavirSiy proceso
parametrai jtakojantys formuojamy
dangy fizikinéms savybéms. Gauty
dangy savybés patvirtintos realiose
aplinkose.



“Plazmocheminis reaktorius pavojingoms atliekoms apdoroti” (TPLS)

Tarinis plazminis reaktorius kenksmingy atlieky apdorojimui sugeneruoja aukstesnes nukenksminimo
proceso temperatiiras, kadangi apdirbamos atliekos sgveikauja ne su karsty dujy srautu, o su elektrinio
lankinio islydzio lanku. Pagamintas reaktoriaus prototipas isbandytas su sunkiai besilydanciomis

medziagomis (sméliu, dolomitu ir kt.), gautos darbinés jrenginio charakteristikos dirbant su medziagomis,
parengtos rekomendacijos jo konstrukcijos tobulinimui.

l.; Raw material input

Protective gas supply
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. Recyclable waste layer
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Insulating base of porous ‘
bricks

Greitaeigés vaizdo kameros vaizdai, kuriy kadry per sekunde greitis — 500, uzfiksuoti
skaidant atliekas plazminio cheminio reaktoriaus kameroje

Zaliavos granulés ir stiklintas $lakas i$ perdirbty atlieky
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»Plazminé technologija deimanto-tipo anglies danguy formavimui* (TPL4)
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Plazminio generatoriaus schema: 1 katodas, 2 darbiniy dujy jpiitimo ziedas, 3 — anodas, 4 — méginys, 5 — méginiy
laikiklis, G, — darbiniy dujy (Ar, H,) ipttimo vieta, G; — nusodinamy dujy (C,H,) iptitimo Vieta.

Sukurtas specialus mazos galios plazmos
generatorius anglies dangy nusodinimui is
dujinés fazés — acetileno dujy.

Nustatyti optimalus plazmos generatoriaus
darbo parametrai deimanto tipo anglies
dangoms gauti.
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“Slystancio lanko iSlydzio plazmos generatorius” (TPL5)

Sukurtas jrenginys testuojamas imituojant realiag veikimo aplinkg laboratorijos vykdomuose MTEP
projektuose: slystancio lanko plazmos generatorius iSbandytas apjungiant ji su inovatyviu nikelio pagrindo

katalizatoriumi bio-CH, gamybai aukstame slégyje bei iSgaunant vertingus junginius i§ juiros dumbliy
dirbant kartu su impulsinio elektrinio lauko metodu.

SABATIER REACTION COz + 4Hz = CHs + 2H:z0
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»Plazminis reaktorius Kiety medziagy (atlieky) konversijai* (TPL5
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Sukurtas naujas plazminés technologijos reaktoriaus maketas efektyviam kiety
atlieky iSdujinimui su specialiai numatyta vieta gaunamy dujy tyrimui, 0
plazmos formavimui panaudojamas vandens garas, kas pagerino sintetiniy dujy
sudétj. Sukurto plazminio jrenginio maketo veikimas patikrintas su jvairaus
tipo kietomis atliekomis, imituojant realig veikimo aplinka, tiriamas proceso
pritaikymas energetikos ir aplinkosauginése technologijose.
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“Gama-aliuminio oksido sintezés metodas” (ES patentas) (TPL9)

Aliuminio ir vandens reakcijos produkto pirminis apdorojimas taikomas gama aliuminio oksido gamybai.
Jvertinta, kad galima gaminti itin gryng 99,99 proc. ir pramoninj (virs 90 proc. grynumo) aliuminio oksidus.

2Al + 6H,0 = 2AI(OH), + 3H,

9kg Al 2 1kgH,
Hoo"i
"" Kuro elementas

Pakeistojo sluoksnio
Barjeras Al, O formavimas

w
e Y
a
Plasma ‘
Aluminium o’ o
powder 2 %
----- = Jonai i§ plazmos Reakcija su vandeniu

Method for synthesis of y-aluminium oxide using plasma - modified aluminium and water reaction” pateikta paraiska pagal Patentinés kooperacijos sutartj (PCT). 2018 m.
Autoriai: Darius Milcius, Marius Urbonavicius, Martynas Lelis.
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Vandenilio saugojimas metaly hidriduose

Sukurta metaly ir jy lydiniy hidrinimo zematemperaturéje plazmoje technologija, eliminuojanti brangiy
katalizatoriy panaudojimg (Pt ar Pd). Gautus metalo hidridus galima sékmingai panaudoti vandenilio
saugojimui stacionariuose ir nesiojamuose vandenilio energetikos technologijomis paremtuose jrenginiuose,
iSmanieji langai (Mg,NiH,, Mg-Ti dangos/hidridai, Al-H; Mg-Al-H), Li jony baterijy elektrodai.

Vandenilio : $| : Plonas Ni H 2
saugojimo . sluoksnis
mEdii%_/L

H, ech =

Metalo hidridas
- N — Metalas Metalo

hidridas

Patentas: EP 2 338 834 B1 10



»Polistireninio putplas€io eksploataciniy savybiy gerinimas panaudojant

nanokristalines SiO, ir TiO, dangas* (TPL4)

Suformuotos SiO, dangos polistireninio putplas¢io pavirSiuje didina atsparuma aukstai temperatiirai.
Srityse su tolygia SiO, danga, kurios storis ~500 nm, polistireninis putplastis islaiko nepakitusia
struktiirg apie 60 s, esant 160 + 2,5 °C poveikiui. Polistireninio putplas¢io be SiO, dangos lydymasis
stebimas jau po 5 s.

Suformuotos TiO, dangos polistireninio putplasio pavirSiuje pasizymi fotokatalitinémis-
antibakterinémis savybémis. Antibakteriniy savybiy tyrimai parodé, kad polistireninis putplastis su TiO,
dangomis po 45 min poveikio, apsvietus UV-B spinduliuote, sunaikina beveik 4 kartus daugiau
bakterijy, palyginti su vienos UV-B spinduliuotés poveikiu.
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panaudojant vienalaiki tos pacios medziagos nusodinimg i$ keliy
magnetrony su skirtingy tipy maitinimo Saltiniais“ (TPL4)

Sitlomu metodu siekiama magnetroniniu nusodinimu formuoti pagerintas plonasluoksnes dangas (titano
oksido, cinko oksido, aliuminio oksido ir kt.), kuriy formavimui taikomas naujas technologinis sprendimas -
tos pacios medziagos nusodinimas i§ dviejy magnetrony, naudojant du, bet skirtingo tipo maitinimo Saltinius.
Laboratorinémis sglygomis iSbandytas metodas ir atliktas dangy testavimas.

wKontroliuojamos Kkristalinés struktiuros danguy nusodinimo metodas, Uéﬂ
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Fig. 3. AFM images of TiO; films deposited by using single magnetron sputtering and two magnetron co-sputtering.
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Fig. 1. Experimental scheme of TiO, co-sputtering from two magnetrons.



,FotokatalitiSkai aktyviy cinko oksido dangy, turin¢iy metalinés cinko fazé
priemaisuy, nusodinimo metodas* (TPL4)

Pasiiilytas naujas technologinis sprendimas, leidzia magnetroniniu dangy nusodinimu formuoti pagerinto
fotokatalitinio aktyvumo plonasluoksnes cinko oksido dangas su metalinés cinko fazés priemaiSomis,
kuriy fotokatalitinis aktyvumas yra 2-3 kartus didesnis nei jprastinio cinko oksido dangy. Laboratorinémis
salygomis buvo iSbandytas metodas ir atliktas dangy testavimas.
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Fig. 1. Scheme of the magnetron sputtering experimental set-up.
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Plazmos srauto sgveika su medziaga

Medziagy tyrimas aukstoje temperaturoje

35 wt% tobermorite Epoxy resin
65 wt% xonotlite 14 wt% hardener
4 wt% nanosilicate filler

Plazmos generatoriaus galia, kW 70-120
Oro srautas, 103 kg/s 10-30
Elektrinio lanko stipris, A 120-300
Jtampa, V 250-400
Plazmos srauto temperatara, K 1450 - 4000
Plazmos srauto greitis, m/s 40 - 1200

Grafitas



NATO tematinis prioritetas Plazminiy technologiju laboratorija (15) Vandenilio energetikos technologiju centras (18)

1. Facilitate mutually beneficial cooperation on issues of common interest, including international efforts to meet emerging security challenges

b. Energy Security

1. Vandenilio ir silumos gamyba esant poreikiui,
panaudojant vandens ir aktyvuoto aliuminio

Innovative energy solutions for the military; battlefield hidrolizés reakcijas.

energy solutions; renewable energy solutions with 2. Vandenilio saugojimas metaly hidriduose;

military applications; 3. Vandenilio ir Silumos gamyba, panaudojant
tiesiogines metaly hidridy ir vandens hidrolizés
reakcijas.

d. Defence against Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear (CBRN) Agents
1. Tekstiliniy audiniy, biologinés kilmés
1. Plazmocheminis reaktorius pavojingoms atliekoms antipatogeniniu (bakterijos, virusai, grybeliai)
apdoroti savybiy gerinimas, panaudojant Cu, Ag, ZnO, Fe,03
nanoklasterius.

Methods and technology to protect against, diagnose
effects of, detect, decontaminate, destruct, dispose and
contain CBRN agents;

e. Environmental Security
Security issues arising from key environmental and

resource constraints, including health risks, climate 1. Polistireninio putplasc¢io eksploataciniy savybiy
change, water scarcity and increasing energy needs, gerinimas panaudojant nanokristalines SiO; ir TiO,
which have the potential to significantly affect NATO's dangas.

planning and operations;
3. Enhance awareness of security developments including through early warning, with a view to preventing crises

a. Security-related Advanced Technology

1. Kontroliuojamos Kkristalinés strukturos dangy ir
Emerging technologies including nanotechnology, optical 1. Plazminé technologija konstrukciniy medZiagy nanoklasteriy nusodinimo metodas, panaudojant

technology, micro satellites, metallurgy and the pavirsiniy sluoksniy formavimui ir modifikavimui aplinkai draugiskas Zematemperatiirinés plazmos
development of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 2. Plazminé technologija deimanto-tipo anglies dangy technologijas (katodinis garinimas plazmoje,
platforms. formavimui magnetroninis garinimas plazmos/joniniy pluosteliy

aplinkoje).
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